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Cu(In,Ga)Se2［CIGS］太陽電池は Ga組成によってバンドギャップの大きさを変化させることが

できるが，単接合太陽電池での最適値とされている 1.4 eV程度のバンドギャップをもつ CIGS太

陽電池では期待通りの性能は発揮されていない[1]．本研究では，光照射ケルビンプローブフォー

ス顕微鏡（P-KFM）[2]を用いて，Ga組成の異なる CIGS太陽電池をパルス光で励起した際の光起

電力の時間応答を計測し，キャリア寿命等の議論を行った． 

高空間分解能での光起電力測定が可能な P-KFMにおいて，間欠バイアス印加法[3]とポンプ・プ

ローブ法を組み合わせることにより[4]，光起電力の時間分解計測を実現している．ここでは，

Ga/(Ga+In)比［GGI比］が 0.23および 0.50の Cu(In,Ga)Se2太陽電池に対して，10 µsecの光パルス

を照射し，光起電力の時間応答を観測した．その結果を Fig. 1に示す．GGI比が 0.50の試料にお

いて，立ち上がり／立ち下がりのいずれも時定数が長くなっていることがわかる．立ち上がりに

ついては，キャリア寿命が短くなることにより光励起キャリアが蓄積されて定常状態に達するま

でに要する時間が長くなったことを示していると考えている．一方，高 Ga組成の CIGSでは伝導

帯下端のエネルギ位置が上昇するために表面 n 型層から CIGS 層へ電子が移動する際に感じるポ

テンシャル障壁が高くなることで，光起電力の立ち下がりの時定数が長くなったと考えられる[5]． 

本研究で測定した試料は立命館大学の峯元高志教授よりご提供いただいたものである．本研究

の一部は JSPS科研費 JP17H02783の助成を受けて行われた． 
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Fig. 1 Transient responses of photovoltage observed by P-KFM on CIGS solar cells with different Ga 

composition.  
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